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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component (16) comprising a plastic housing (1) and a semiconductor chip
(3), wherein the semiconductor chip has an active upper side (4) and a rear side (5). An intermediate plate (6) with the lower side
(12) thereof is arranged on the active upper side (4) of the semiconductor chip (3). The edge sides (8-11) of the intermediate plate
(6) are partially embedded in the material (2) of the plastic housing (1), wherein the upper side (7) also forms the upper side of the
P semiconductor component. An upper side fit (13) is provided on the upper side (7) of the intermediate plate (11), having a predefined

radius of curvature which is free from the material (2) of the plastic housing and having the shape of a convex or concave lens-type
O spherical segment.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil (16) mit einem Kunststoffgehéuse (1) und einem Halblei-
terchip (3), wobei der Halbleiterchip eine aktive Oberseite (4) und eine Riickseite (5) aufweist. Auf der aktiven Oberseite (4) des
Halbleiterchips (3) ist eine Zwischenplatte (6) mit ihrer Unterseite (12) angeordnet. Die Randseiten (8-11) der Zwischenplatte (6)
sind teilweise in die Kunststoffgehdusemasse (2) des Kunststoffgehduses (1) eingebettet, wihrend die Oberseite (7) gleichzeitig die
Oberseite des Halbleiterbauteils bildet. Auf der Oberseite (7) der Zwischenplatte (11) ist eine Oberseitenpassform (13) angeordnet,
die einen vorgegebenen Kriimmungsradius, der frei von Kunststoffgehdusemasse (2) ist, und eine konvexe oder konkave linsenfor-
mige Kugelabschnittsform aufweist.
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Beschreibung

Halbleiterbauteil mit einem Kunststoffgehduse, einem Halblei-
terchip und einer Zwischenplatte sowie Verfahren zur Herstel-

lung desselben

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil mit einem Kunst-
stoffgehduse und einem Halbleiterchip sowie ein Verfahren zur
Herstellung desselben. Dabel welst der Halbleiterchip eine
aktive Oberseite und eine Riickseite auf. Ferner weist das
Halbleiterbauteil eine Zwischenplatte auf, die eine Obersei-
te, Randseiten und eine der Oberseite gegeniiber liegend ange-
ordnete Unterseite aufweist. Diese Unterseite der Zwischen-—
platte ist auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips fi-

xlert.

Ein derartiges Halbleiterbauteil ist aus der Druckschrift

US 4 004/0036172 Al bekannt. Das bekannte Halbleiterbauteil
welst ein Bauteilgeh&duse mit einer integrierten Schaltung
auf, die ein Substrat umfasst, das sich gegeniiber liegende
Oberseiten und Unterseiten aufweist. Ferner besitzt das Halb-
leiterbauteil einen Halbleiterchip, der gegentiber liegend zu
seiner aktiven Oberseite eine Rickseite aufweist. Der Halb-~
leiterchip ist auf der Oberseite des Substrats derart mon-
tiert, dass die Rilickseite des Halbleiterchips dem Substrat
zugewandt ist. Das Kunststoffgehduse weist eine thermisch
leitende Zwischenplatte auf, die auf der aktiven Oberseite
des Halbleiterchips angeordnet ist. Ein Kiihlkdrper ist auf
der Zwischenplatte angeordnet, wobei der Kithlkdrper mit sei-

ner Oberseite aus dem Kunststoffgehduse herausragt.

In diesem Fall bildet die Zwischenplatte eine thermische

Kopplung zwischen der aktiven Oberseite des Halbleiterchips
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und dem Kihlkorper. Die Funktion der Zwischenplatte ist somit
in der obigen Druckschrift &dulerst eingeschrankt. Sie kann
weder als Zwischenverdrahtungsplatte eingesetzt werden noch

als zusdtzlicher Kihlkorper dienen.

Bekanntlich erzeugen Halbleiterchips Verlustwdrme. Diese wird
von dem Halbleiterchip Uber das Gehduse abgefiihrt, so dass
sich der Halbleiterchip nicht aufheizt und damit zerstoért
werden kann. Die Warmeabfuhr geschieht wie im obigen Doku-
ment, indem der Halbleiterchip lber einen guten thermischen
Leiter, wie einem Metall, einer Wirmesenke und/oder einem
Kihlkérper in Verbindung gebracht wird. Das Verdrahtungssub-
strat in Form einer Leiterplatte, auf dem das Geh&use des
Halbleiterbauteils befestigt ist, kann bereits als Warmesenke
dienen. In diesem Fall tbernimmt die Kunststoffgeh&usemasse
die Funktion einer thermischen Verbindung zwischen der akti-
ven Oberseite des Halbleiterchips und dem Verdrahtungssub-

strat.

Ein weiterer Warmepfad geht direkt durch den Halbleiterchip,
sodass die Verlustwdrme uber die Rickseite des Halbleiter-
chips auf das Verdrahtungssubstrat libergeht. Dazu wird der
Chip in der Regel mit seiner passiven Rickseite auf eine vor-
gesehene Chipkontaktfldche des Verdrahtungssubstrats mon-
tiert. Bei Halbleiterbauteilen, die in BGA-Technik oder in
flachleiterrahmenloser Technik aufgebaut sind, kann somit die
Warme hauptsdchlich in Richtung einer Leiterplatte in Form
des Verdrahtungssubstrats abgegeben werden. Mit der oben zi-
tierten Druckschrift wird ein dritter Pfad zur Abfiihrung von
Verlustwidrme ermdglicht, bei dem eine Zwischenplatte unmit-
telbar auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips angeord-
net wird, die ihrerseits mit einem Kithlkorper wirmeleitend in

Verbindung steht.
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Neben den bereits oben erwd&hnten Nachteilen, dass eine derar-
tige Zwischenplatte nur eingeschrankt nutzbar ist, ergibt
sich als weiterer Nachteil, dass eine Vielzahl von thermi-
schen Ubergidngen geschaffen werden muss, um die Verlustleis-
tung von der aktiven Oberseite des Halbleiterchips tber die-
sen dritten Wadrmepfad an die Umgebung abzugeben. Durch die
Vielzahl der Warmelbergdnge ist jedoch die Effektivitiat der
Warmeabfuhr mit den bekannten Mitteln beschrdnkt. Auch eine
Funktion der Zwischenplatte als Zwischenverdrahtungstriger,
wie er flur das Stapeln von Halbleiterbauteilen erforderlich
ist, kann mit der aus der obigen Druckschrift bekannten Zwi-
schenplatte, die auch ,Interposer™ genannt wird, nicht er-

fiillt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbleiterbauteil mit einem
Kunststoffgeh8use aus einer Kunststoffgehidusemasse anzugeben,
das eine Zwischenplatte aufweist, die vielseitig in Halblei-
terbauteilen eingesetzt werden kann, und mechanische und
thermische Eigenschaften des Halbleiterbauteils verbessert
und/oder ein sicheres Stapeln von Halbleiterbauteilen ermdg-

licht.

Geldst wird diese Aufgabe mit den Merkmalen der unabhidngigen
Anspriiche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben

sich aus den abhdngigen Anspriichen.

Erfindungsgemid wird ein Halbleiterbauteil mit einem Kunst-
stoffgehduse aus einer Kunststoffgehdusemasse geschaffen, das
einen Halbleiterchip aufweist, der eine aktive Oberseite und
eine Rickseite besitzt. Auf der aktiven Oberseite des Halb-
leiterchips ist eine Zwischenplatte angeordnet, die eine O-

berseite, Randseiten und eine der Oberseite gegeniiber ange-
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ordnete Unterseite aufweist, welche auf dem Halbleiterchip
fixiert ist. Dabei sind die Randseiten der Zwischenplatte
mindestens teilweise in die Kunststoffgehidusemasse eingebet-
tet, wdhrend die Oberseite der Zwischenplatte eine konvexe
oder konkave, linsenfdrmige Oberseitenpassform mit einem vor-
gegebenen Krimmungsradius aufweist, die frei von der Kunst-

stoffmasse ist.

Dieses Halbleiterbauteil hat den Vorteil, dass mit der Ober-
seitenpassform die Zwischenplatte und somit das gesamte
Kunststoffgehduse an entsprechend vorgeformte ilibergeordnete
Komponenten und Schaltungstrdger, wie Kiihlkdrper, gestapelte
Halbleiterbauteile und/oder Formgebungswerkzeuge, zentriert
anpassbar ist. Ferner unterstiitzt die konvexe oder konkave
Oberseitenpassform der Zwischenplatte den Zusammenbau des
Halbleiterbauteils. So kann in vorteilhafter Weise die konve-
xe oder konkave Oberseitenpassform beim SpritzgieRen des
Kunststoffgehiduses mit einer entsprechenden Aussparung in der
Kavitat des Spritzgusswerkzeugs in Eingriff gebracht werden,
und damit sichergestellt werden, dass ein Halbleiterbauteil-
gehduse in exakten Dimensionen relativ zu der Passform an die
Komponenten des Halbleiterbauteils angespritzt wird. Dabei
ist sowohl eine konkave linsenfdrmige Oberseitenpassform von
Vorteil als auch eine konvexe linsenfdrmige Oberseitenpass-

form moglich.

Bel einer linsenférmigen Oberseitenpassform weist die Zwi-
schenplatte eine Dicke d auf und die Oberseitenpassform einen
Kugelabschnitt mit einer Kugelabschnittshthe h auf, wobei

h < d ist. Mit dieser Bedingung wird gewdhrleistet, dass die
konvexe Oberseitenpassform nicht die Zwischenplatte durch-

dringt und keine Durchgangsdffnung schafft.
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In einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung ist es vorge-
sehen, dass die Zwischenplatte mit ihrer Oberseitenpassform
aus der Kunststoffgeh&dusemasse herausragt und eine Erhebung
ausbildet, welche die Form eines Kugelabschnitts mit einer
Kugelabschnittshthe h aufweist. In diesem Fall kann die Ku-
gelabschnittshtéhe h die GréRe des Kugelradius erreichen, ohne
dass die Funktionsfshigkeit der Zwischenplatte als Zentrier-
hilfe beeintrichtigt wird. Dient die Zwischenplatte als Kihl-
kérper, so hat eine konkave linsenfdrmige Oberseitenpassform
den weiteren Vorteil, dass sie eine Streulinse, die sich o-
berhalb des Kunststoffgehiuses ausbildet, aufweist. Die Wir-
kung einer derartigen Streulinse vergréBert den Wirmeabstrah-
lungseffekt des Kiuhlkérpers, der von der Zwischenplatte ge-—
bildet wird.

Wird die Zwischenplatte als Kithlkdrper eingesetzt, so kann
sie auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips iiber eine
Klebstoffschicht fixiert werden. Diese Klebstoffschicht weist
eine Dicke w mit w < 50 um, vorzugsweise mit

0,5 ym < w < 5 pm auf. Das hat den Vorteil, dass die Kleb-
stoffschicht &duBerst diinn ist und somit den Wirmetibergangswi-
derstand von der verlustwdrmereichen aktiven Oberseite des

Halbleiterchips zu der Zwischenplatte gering bleibt.

In einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung weist die
Zwischenplatte ein hoch wdrmeleitendes Material auf. Ein der-
artiges Material ist vorzugsweise Kupfer oder eine Kupferle-
gierung. Derartige hoch widrmeleitende Metalle sind fiir den
Einsatz der Zwischenplatte als Kihlkdrper sowie als Ubergang

zu einem externen Kithlkdrper vorteilhaft geeignet.

In einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung weist die

Zwischenplatte ein duktiles Material auf. Dieses duktile Ma-
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terial hat den Vorteil, dass sich beim Ausrichten von Halb-
leiterbauteilkomponenten mit Passformen die i{ibergeordneten

Strukturen durch plastisches Verformen anpassen lassen, ohne
dass die Halbleiterbauteile dadurch belastet werde. Vielmehr
verteilt das duktile Material der Zwischenplatte die auftre-
tenden Verformungskrédfte auf die Gesamtheit des Halbleiter-

bauteils.

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung
kann die Zwischenplatte zwar aus einem hdrteren Metall bzw.
Material aufgebaut sein, jedoch weist die Oberseitenpassform
eine Beschichtung aus einem duktilen Material, vorzugsweise
aus Indium auf. Auch diese Beschichtung kann dafiir sorgen,
dass in vorteilhafter Weise sich die Oberseitenpassform einer
entsprechenden Passform der {ibergeordneten Struktur ohne U-
berlastung der Komponenten des Halbleiterbauteils anpassen

kann.

Schlieflich ist es méglich, dass die Zwischenplatte eine Zwi-
schenverdrahtungsplatte eines Halbleiterbauteilstapels ist
und eine Trdger- oder Kernplatte aus polymerem Kunststoff
aufweist, aus der auch die konvexe oder konkave linsenférmige
Oberseitenpassform der Zwischenplatte gebildet ist. Zusidtz-
lich weist eine derartige Zwischenverdrahtungsplatte eine
Verdrahtungsstruktur mit Leiterbahnendurchkontakten und Kon-
taktanschlussflédchen auf, die dem Zusammenbau bzw. dem Sta-

peln von Halbleiterbauteilen dienen.

In einer weiteren bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung
wird eine Moldform zur Herstellung des Halbleiterbauteils be-
reitgestellt. Dabei weist die Moldform eine Kavitat auf, die
eine an die Oberseitenpassform des Halbleiterbauteil ange-

passte Moldpassform aufweist. Dieses hat den Vorteil, dass
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beim SchlieBen der Moldform das Ausrichten der Komponenten
des Halbleiterbauteils erleichtert wird, ohne dass die Kompo-
nenten UbermédRig belastet werden. Dazu ist der Krimmungsradi-
us der Oberseitenpassform vor einem SpritzgieBen in einer
derartigen Moldform kleiner als der Krimmungsradius der Mold-
passform. Dieses hat den Vorteil, dass sich die Halbleiter-
bauteilkomponenten mit einer darauf fixierten erfindungsgemi-
fen Zwischenplatte mit konvexer oder konkaver linsenférmiger
Oberseitenpassform automatisch in der Moldpassform zentrie-
ren. Aufgrund der duktilen Beschichtung mindestens im Bereich
der Oberfl&chenpassform gleicht sich zusidtzlich der Krim-
mungsradius der Oberfldchenpassform beim SchlieBen der Mold-
form an den Krlmmungsradius der Moldform an, so dass das nach
dem SpritzgieBen zu entnehmende Halbleiterbauteil eine Ober-
seitenpassform mit einem Kriimmungsradius aufweist, welcher

dem Krimmungsradius der Moldpassform entspricht.

Ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils mit
einem Kunststoffgehduse aus einer Kunststoffgehdusemasse und
mit einem Halbleiterchip sowie mit einer Zwischenplatte weist
die nachfolgenden Verfahrensschritte auf. Zundchst wird eine
Moldform mit einer Kavitdt hergestellt, welche eine Moldpass-
form aufweist, wobei die Moldpassform einer Oberseitenpass-—
form der Zwischenplatte angepasst wird. Ferner wird eine Zwi-
schenplatte mit einer Oberseite hergestellt, welche eine kon-
vexe oder konkave Oberseitenpassform mit einem geringeren
Krimmungsradius als die Moldpassform aufweist. Dartiber hinaus
wird ein Halbleiterchip hergestellt, der eine aktive Obersei-
te und eine Riickseite aufweist. Schlieflich wird noch ein
Schaltungstrédger hergestellt, auf dem nun der Halbleiterchip
und die Zwischenplatte in der Weise fixiert werden, dass zu-
néchst der Halbleiterchip mit seiner Riickseite auf den Schal-

tungstrédger aufgebracht wird. Danach werden elektrische Ver-
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bindungen zwischen Schaltungstré&ger und Halbleiterchip herge-

stellt.

Danach folgt das Aufbringen der Zwischenplatte mit ihrer Un-
terseite auf die aktive Oberseite des Halbleiterchips.
SchlieBlich wird der Schaltungstrédger in die vorgeformte und
vorbereitete Moldform unter plastischer Verformung der Ober-
seitenpassform und unter Anpassung der Krimmungsradien von
Moldpassform und Oberseitenpassform an die Moldform erreicht.
Dann kann das SpritzgieBen des Kunststoffgehduses erfolgen
und nach dem SpritzgieBen kann schlieBlich das Halbleiterbau-

teil aus der SpritzguBform entnommen werden.

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass Abweichungen von
einem planparallelen gestapelten Aufbau aus Schaltungstrager,
Halbleiterchip und Zwischenplatte durch die Oberfl&dchenpass-
form ausgeglichen werden kann, ohne dass beim Zusammenbau der
Moldform mechanisch lokale Spitzenkradfte auftreten, die den
Halbleiterchip und/oder den Schaltungstridger gefdahrden. Die-
ses gilt besonders flur gedinnte Halbleiterchips, bei denen es
erforderlich ist, dass Andruckkrdfte mdglichst gleichmalig
auf den gedinnten Halbleiterchip beim Zusammenfahren der
Moldform verteilt werden. Dariliber hinaus hat das obige Ver-
fahren den weiteren Vorteil, dass die Zwischenplatte ein duk-
tiles Material, insbesondere im Bereich der Oberéeitenpass—
form aufweist. Das duktile Material kann sich durch plasti-
sche Verformung nicht nur an den Kriummungsradius der Moldform
anpassen, sondern verteilt auch damit gleichzeitig die Aus-
richtkrafte gleichmidBfig auf die gesamte aktive Oberseite des
Halbleiterchips, womit die Bruchgefahr beim Spritzgieben der-
artiger gediinnter Halbleiterchips vermindert wird. Weiterhin
wird durch die plastische Verformung der Oberseitenpassform

eine innige Abdichtung zwischen Moldpassform und Oberseiten-
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passform erreicht, sodass in vorteilhafter Weise die Obersei-

tenpassform frei von Kunststoffriickstdnden bleibt.

Mit einem weiteren Aspekt des Verfahrens zur Herstellung der-
artiger Halbleiterbauteile wird zunidchst ein Nutzen mit in
Zeilen und Spalten angeordneten Halbleiterbauteilpositionen
hergestellt, wobei die einzelnen Herstellungsschritte fir
mehrere Halbleiterbauteile den Herstellungsschritten des oben
erlduterten Verfahrens entsprechen, sich jedoch auf eine
Vielzahl der Halbleiterbauteilpositionen beziehen. Beim Auf-
bringen der Kunststoffgehidusemasse wird jedoch abweichend von
dem obigen Verfahren ein gemeinsamer Schaltungstriger, der
die Halbleiterbauteilpositionen aufweist, zu einer Verbund-
platte mit einer Kunststoffgehiusemasse vergossen. Diese Ver-
bundplatte wird schlieflich in einzelne Halbleiterbauteile

getrennt.

Diese Verfahrensvariante hat den Vorteil, dass die Herstel-
lungskosten vermindert werden und viele der notwendigen
Schritte gleichzeitig auf einem gemeinsamen Schaltungstriger
durchgefihrt werden ko&nnen. Auberdem ergeben sich Vorteile
dahingehend, dass noch auf dem Schaltungstriger die Funkti-
onsfédhigkeit der einzelnen Halbleiterbauteile vor dem Vergie-

Ben mit einer Kunststoffgehiusemasse getestet werden k&dnnen.

In einem bevorzugten Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens
wird zum Herstellen der Moldform ein Metall mit gréRerer Har-
te eingesetzt als das Material der Zwischenplatte. Diese groé-
Bere Harte gewdhrleistet und sichert, dass die Moldpassform
mit ihrem etwas gréBeren Krimmungsradius auf die Oberseiten-
passform des Halbleiterbauteils unter plastischer Verformung

beim SchlieBen der Moldform ilibertragen wird.
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Zum Herstellen der Zwischenplatte mit einer Oberseite, die
eine konvexe Oberseitenpassform aus duktilem Material auf-
weist, wird zundchst eine Metallplatte oder eine Kernplatte
aus Kunststoff bereitgestellt, in die linsenfdrmige Vertie-
fungen eingebracht werden, welche anschlieBend mit einem duk-

tilen Material beschichtet werden.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass nicht von vornherein
die gesamte Zwischenplatte aus einem duktilen Material herzu-
stellen ist, um zu gewdhrleisten, dass sich die Oberseiten-
passform an die Moldform anpasst. Es kann vielmehr die Zwi-
schenplatte an ihre Funktion, beispielsweise als Kihlkdrper
oder als Zwischenverdrahtungstrdger, entsprechend angepasste
Materialien aufweisen und erst durch die Beschichtung der O-
berflachenpassform mit einem duktilen Material konnen die
weiteren Vorteile dieses Verfahrens insbesondere beim Spritz-
gieRen des Gehduses in einer angepassten Moldform genutzt

werden.

Eine weiter bevorzugte Variante des Verfahrens besteht darin,
dass zum Herstellen der Zwischenplatte mit einer Oberseite,
die eine konkave Oberseitenpassform aus duktilem Material
aufweist, zundchst eine Metallplatte oder eine Kernplatte aus
Kunststoff beréitgestellt wird, auf die linsenférmige Erhe-
bungen aus duktilem Material aufgebracht werden. Diese lin-
senfdérmigen Erhebungen kénnen durch entsprechende Prédgetech-
nik auf einer Grundplatte hergestellt werden, wobei anschlie-
fend die Grundplatte zu entsprechenden Zwischenplatten aufge-

trennt wird.

Eine derartige Pr&dgetechnik ist auch von Vorteil, wenn Zwi-
schenplatten mit einer konvexen Aussparung herzustellen sind.

Auch hier werden zundchst in die Grundplatte die konvexen O-
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berflichenpassformen eingebracht und anschlieBend die Grund-

platte in einzelne Zwischenplatten aufgetrennt.

Zum Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen Schaltungs-
tridger und Halbleiterchip werden vorzugsweise Bonddr&dhte zwi-
schen entsprechenden Kontaktfldchen auf der aktiven Oberseite
des Halbleiterchips und Kontaktanschlussfldchen auf der Ober-

seite des Schaltungstridgers angebracht.
Zusammenfassend ergeben sich folgende Vorteile:

1. Ein mdglicher Tilt des Halbleiterchips und/oder der Zwi-
schenplatte zur Rechtwinkligkeit des Moldwerkzeugs wird
durch die gerundeten Fldchen der Moldpassform und der
Oberseitenpassform aufgenommen ohne weitere Druckspitzen
in den Halbleiterchip einzuleiten. Damit wird insbeson-
dere die Bruchgefahr gedinnter Halbleiterchips vermin-
dert.

2. Die vorhandenen Unterschiede in Z-Richtung, d.h. verti-
kal zu der Oberseite des Halbleiterbauteils zwischen
Moldwerkzeug und dem Halbleiterchipaufbau aus Schal-
tungstridger, Halbleiterchip und Zwischenplatte werden
durch das duktile Material, das fir eine Beschichtung
der Oberseitenpassform oder fir die gesamte Zwischen-

. platte eingesetzt wird, durch plastische Verformung auf-
genommen, wodurch an der Berilihrungslinie des Krimmungs-
radius der Oberflédchenpassform die Oberfldche bei dieser
Beriihrung eingedriickt wird.

3. An der Oberseite des Gehduses liegt eine metallische O-
berfldche frei, die bei Einsatz der Zwischenplatte als
Kiihlkdrper Warme insbesondere durch eine Streulinsen-

funktion abstrahlen kann.
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Die Erfindung wird nun anhand der beigefiigten Figuren ndher

erl&utert.

Figur 1 zelgt eine schematische perspektivische Skizze ei-

nes Halbleiterbauteils gem&B der Erfindung;

Figur 2 zeigt das Halbleiterbauteil der Figur 1 in einer
schematischen perspektivischen Skizze in einem fla-

cheren perspektivischen Winkel.

Figur 1 zeigt eine schematische perspektivische Skizze des
Halbleiterbauteils 16 gem&f der Erfindung. Das Halbleiterbau-
teil 16 weist ein Halbleitergeh&duse 1 aus einer Kunststoffge-
hdusemasse 2 auf, deren &dublere Kontur in dieser Prinzipskizze
mit gestrichelten Linien dargestellt ist, um zu ermdglichen,
die in der an sich nicht durchsichtigen Kunststoffgehiusemas-
se 2 abgeordneten Komponenten des Halbleiterbauteils zu zei-
gen. Die Kunststoffgehdusemasse 2 ist auf einen Schaltungs-
trager 17 aufgebracht. Der Schaltungstrdger 17 ist eine Ver-
drahtungsplatte, die auf ihrer Unterseite 21 AuBenkontakte 22
aufweist. Im Zentrum der Oberseite 23 des Schaltungstrigers
17 ist ein Halbleiterchip 3 mit seiner Riickseite 5 fixiert,
wdhrend auf den Randbereichen der Oberseite 23 Kontaktan-
schlussfldchen 24 angeordnet sind, die mit einer Verdrah-

tungsstruktur des Verdrahtungssubstrats in Verbindung stehen.

Der Halbleiterchip 3 weist auf seiner aktiven Oberseite 4

Kontaktfl&chen 25 auf. Die Kontaktflichen 25 sind iliber elekt-
rische Verbindungen 19 aus Bonddridhten 20 mit den Kontaktan-
schlussfléchen 24 des Schaltungstridgers 17 elektrisch verbun-

den.
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Soweit die aktive Oberseite 4 des Halbleiterchips 3 nicht von
Kontaktfldchen 25 belegt ist, wird sie von einer Zwischen-
platte 6 abgedeckt. Diese Zwischenplatte 6 ist mit ihrer Un-
terseite 12 iiber eine Klebstoffschicht 15 einer Dicke w mit
der aktiven Oberseite 4 des Halbleiterbauteils 3 verbunden.
Die Klebstoffdicke w ist in dieser Ausfihrungsform der Erfin-
dung 0,5 pm dick, so dass ein Warmelibergang mit geringem War-
melibergangswiderstand von dem Halbleiterchip 3 zu der Zwi-
schenplatte 6 gewdhrleistet ist. Die Zwischenplatte 6 weist
eine Dicke d auf und ist mit ihren Randseiten 8, 9, 10 und 11
in die Kunststoffmasse 2 des Kunststoffgehduses 1 eingebet-
tet. AuRerdem weist die Zwischenplatte 6 eine Oberseite 7 mit

einer Oberseitenpassform 13 auf.

Die Oberseitenpassform 13 hat die Form eines Kugelabschnitts
14 mit einer Kugelabschnittshdhe h, mit der die Oberseiten-
passform 13 Uber die Oberseite 26 des Kunststoffgehduses 1
hinausragt. Diese Oberseitenpassform in Form einer konkaven
Streulinse hat den Vorteil, dass sie die Verlustwarme, die
auf der aktiven Oberseite 4 des Halbleiterbauteils 3 beim Be-
trieb des Halbleiterbauteils 3 entsteht, wie eine Streulinse

an die Umgebung abgeben kann.

Weitere Vorteile und Details zur Struktur der Oberseitenpass-
form 13 wurden bereits diskutiert und werden zur Vermeidung

von Wiederholungen hier nicht noch einmal aufgefiihrt.

Figur 2 zeigt das Halbleiterbauteil der Figur 1 in einer per-
spektivischen Skizze, unter einem flacheren perspektivischen
Winkel. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Figur 1
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht
extra erdrtert. Mit dem flacheren perspektivischen Winkel

wird einerseits deutlich, dass die Oberseitenpassform 13 eine
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Erhebung 18 ﬁbér die Oberseite 26 des Kunststoffgehduses 1
hinaus ausbildet. Ferner wird mit dem flacheren Winkel darge-
stellt, dass die AuBenkontakte 22 auf der Unterseite 21 des
Schaltungstrdgers 17 in Reihen angeordnet sind und gleichmd-
Big auf die Unterseite 21 verteilt sind. Derartige Aubenkon-
takte 22 kénnen uber Durchkontakte durch den Schaltungstrédger
17 mit einer Verdrahtungsstruktur auf der Oberseite des
Schaltungstrédgers 17 verbunden sein, wobei die Verdrahtungs-

struktur mit den Kontaktanschlussfl&dchen in Verbindung steht.
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Patentanspriiche

Halbleiterbauteil mit einem Kunststoffgehiuse (1) aus
einer Kunststoffgehidusemasse (2), mit einem Halbleiter-
chip (3), der eine aktive Oberseite (4) und eine Riick-
seite (5) aufweist und mit einer Zwischenplatte (6), die
eine Oberseite (7), Randseiten (8 - 11) und eine der O-
berseite (7) gegeniiber angeordnete Unterseite (12) auf-
weist, wobeil die Unterseite (12) der Zwischenplatte (6)
auf der aktiven Oberseite (4) des Halbleiterchips (3)
fixiert ist, die Randseiten (8 - 11) mindestens teilwei-
se .in die Kunststoffgehdusemasse (2) eingebettet sind
und die Oberseite (7) der Zwischenplatte (6) eine konve-
xe oder'konkave linsenfdrmige Oberseitenpassform (13)
mit einem vorgegebenen Krimmungsradius aufweist, die

frei von der Kunststoffgehiusemasse (2) ist.

Halbleiterbauteil nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenplatte (6) eine Dicke d aufweist und die
Oberseitenpassform (13) die Form eines Kugelabschnitts
(14) mit einer Kugelabschnittshshe h aufweist und wobei

h < d ist.

Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenplatte (6) mit ihrer Oberseitenpassform (13)

aus der Kunststoffgeh&dusemasse (2) herausragt.

Halbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenplatte (6) eine Zwischenverdrahtungsplatte
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eines Halbleiterchipstapels ist und eine Kernplatte aus
einem polymeren Kunststoff aufweist, die eine Verdrah-

tungsstruktur mit Leiterbahnen aufweist.

Halbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenplatte (6) ein duktiles Metall, vorzugsweise

Indium aufweist.

Halbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenplatte (6) ein wdrmeleitendes Metall, vor-
zugsweise Kupfer oder eine Kupferlegierung und der Be-
reich der Oberseitenpassform (13) eine Beschichtung aus

einem duktilen Metall, vorzugsweise Indium aufweist.

Halbleiterbauteil, nach Anspruch 1, 2, 3, oder 5 oder 6
dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenplatte (6) ein Kuhlkdrper ist.

Halbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen der Unterseite (12), der Zwischenplatte (6) und
der aktiven Oberseite (4) des Halbleiterchips (3) eine

Klebstoffschicht (15) angeordnet ist.

Halbleiterbauteil nach Anspruch 8
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klebstoffschicht (15) eine Dicke w mit w < 50 um,

vorzugsweise mit 0,5 um £ w £ 5 pm aufweist.
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Moldform zur Herstellung eines Halbleiterbauteils gemdl
einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Moldform eine Kavitat aufweist, die eine an die
Oberseitenpassform (13) des Halbleiterbauteils (16) an-

gepasste Moldpassform aufweist.

Moldform nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kriimmungsradius der Oberseitenpassform (13) vor ei-
nem SpritzgieBen kleiner ist als der Krummungsradius der

Moldpassform.

Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils (16)
mit einem Kunststoffgehduse (1) aus einer Kunststoffge-
hiusemasse (2), mit einem Halbleiterchip (3), und mit
einer Zwischenplatte (6), wobei die Zwischenplatte (6)
auf einer aktiven Oberseite (4) des Halbleiterchips (3)
fixiert ist und die Oberseite (7) der Zwischenplatte (6)
eine konvexe oder konkave Oberseitenpassform (13) auf—
weist, die frei von der Kunststoffgehdusemasse (2) ist,
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte auf-
welst:
- Herstellen einer Moldform mit einer Kavit&t, welche
eine Moldpassform aufweist, wobei die Moldpassform
der Oberseitenpassform (13) der Zwischenplatte (6)
angepasst wird,
- Herstellen einer Zwischenplatte (6) mit einer Ober-
seite (7), welche die konvexe oder konkave Obersei-
tenpassform (13) mit einem geringeren Krimmungsra-

dius als die Moldpassform aufweilst,
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- Herstellen eines Halbleiterchips (3) mit einer ak-
tiven Oberseite (4) und einer Rickseite (5),

- Herstellen eines Schaltungstrédgers (17),

~ Aufbringen des Halbleiterchips (3) mit seiner Ruck-
seite auf den Schaltungstrdger (17),

- Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen
Schaltungstrdger (17) und Halbleiterchip (3),

- Aufbringen der Zwischenplatte (6) mit ihrer Unter-
seite (12) auf die aktive Oberseite (4) des Halb-
leiterchips (3),

- Einbringen des Schaltungstr&gers (17) 'in die Mold-
form unter plastischer Verformung der Oberseiten-
passform (13) und ihrer Anpassung an die Moldform,

- Spritzgieben des Kunststoffgehduses (1),

- Entnehmen des Halbleiterbauteils (16) aus der

Spritzgussform.

Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit in Zeilen

und Spalten angeordneten Halbleiterbauteilpositionen,

wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte auf-
weist:

- Herstellen vom mehreren Halbleiterbauteilen (16)
nach Anspruch 12 unter einer gemeinsamen Kunst-
stoffgehdusemasse (2) auf einem gemeinsamen Schal-
tungstriger (17) zu einer Verbundplatte,

- Trennen der Verbundplatte in einzelne Halbleiter-

bauteile (16).

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 oder Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

zum Herstellen der Moldform ein Metall mit grOBerer Har-
te eingesetzt wird als das Material der Zwischenplatte

(6) .
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Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

zum Herstellen der Zwischenplatte (6) mit einer Obersei-
te (7), die eine konvexe Oberseitenpassform (13) aus
duktilem Material aufweist, zundchst eine Metallplatte
oder eine Kernplatte aus Kunststoff bereitgestellt wird,
in die linsenfdérmige Vertiefungen eingebracht werden,
welche anschlieBend mit einem duktilem Material be-

schichtet werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

zum Herstellen der Zwischenplatte (6) mit einer Obersei-
te (7), die eine konkave Oberseitenpassform (13) aus
duktilem Material aufweist, zundchst eine Metallplatte
oder eine Kernplatte aus Kunststoff bereitgestellt wird,
auf die linsenfdrmige Erhebungen (18) aus duktilen Mate-

rial aufgebracht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, dass

zum Herstellen elektrischer Verbindungen (19) zwischen
Schaltungstrdger (17) und Halbleiterchip (3) Bonddrahte
(20) zwischen Kontaktfldchen des Halbleiterchips und
Kontaktanschlussfldchen des Schaltungstragers (17) ange-

bracht werden.
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